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　 　 【 請 求 項 １ 】 　 電 子 デ バ イ ス 用 表 面 上 に 成 膜 さ れ た 絶 縁 膜 を 改 質 す る 方 法 で あ っ
て 、 前 記 改 質 方 法 は 、 希 ガ ス を 含 む 処 理 ガ ス に 基 づ く プ ラ ズ マ を 該 絶 縁 膜 に 照 射 す る 工 程
と 、 該 絶 縁 膜 に ニ ー ル を 施 す 工 程 と を 組 み 合 わ せ る こ と に よ り 形 成 さ れ る こ と を 特 徴 と
す る 基 板 処 理 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 ニ ー ル に 用 い ら れ る ガ ス が 酸 素 （ Ｏ ２ ） 、 オ ゾ ン （ Ｏ ３ ） 、 窒
素 （ Ｎ ２ ） 、 ア ン モ ニ ア （ Ｎ Ｈ ３ ） い ず れ か を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1に 記 載 の 基
板 処 理 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 プ ラ ズ マ を 照 射 す る 工 程 と 、 ニ ー ル を 施 す 工 程 の 組 み 合 わ せ に お い
て 、 こ れ ら を 組 み 合 わ せ る こ と で 各 工 程 に 要 す る 処 理 時 間 を 短 縮 し 、 長 時 間 の プ ラ ズ マ 照
射 も し く は 長 時 間 の ニ ー ル に よ る 絶 縁 膜 の 特 性 劣 化 を 抑 制 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 プ ラ ズ マ を 照 射 す る 工 程 と 、 ニ ー ル を 施 す 工 程 の 組 み 合 わ せ に お い
て 、 プ ラ ズ マ を 照 射 す る 工 程 は 希 ガ ス と 酸 素 原 子 を 含 む 処 理 ガ ス か ら な り 、 ニ ー ル を 施
す 工 程 は 窒 素 原 子 を 含 む 処 理 ガ ス か ら な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記
載 の 基 板 処 理 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 プ ラ ズ マ を 照 射 す る 工 程 と 、 ニ ー ル を 施 す 工 程 の 組 み 合 わ せ に お い
て 、 プ ラ ズ マ を 照 射 す る 工 程 は 希 ガ ス と 窒 素 原 子 を 含 む 処 理 ガ ス か ら な り 、 ニ ー ル を 施
す 工 程 は 酸 素 原 子 を 含 む 処 理 ガ ス か ら な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記
載 の 基 板 処 理 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 絶 縁 膜 が 、 MOSFET（ Metal-Oxide-Semiconductor　 Field　 Effect
　 Transistor） の ゲ ー ト 絶 縁 膜 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の
基 板 処 理 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 絶 縁 膜 が 、 メ モ リ デ バ イ ス に お け る 容 量 （ Capacitor） の 電 極 間
絶 縁 膜 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。
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　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 プ ラ ズ マ が 、 マ イ ク ロ 波 に よ っ て 形 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 前 記 プ ラ ズ マ が 、 平 面 ア ン テ ナ に マ イ ク ロ 波 を 照 射 す る こ と に よ り 形
成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ４ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ５ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ６ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ７ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ８ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ９ 】 　

　 　 【 請 求 項 ２ ０ 】 　

　 　 【 請 求 項 ２ １ 】 　

　 　 【 請 求 項 ２ ２ 】 　
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～ ７ の い ず れ か

～ ８ の い ず れ か
基 板 上 に 形 成 す る 絶 縁 膜 を 改 質 す る 基 板 処 理 方 法 で あ っ て ，

　 前 記 基 板 を 処 理 容 器 内 に 配 置 す る 工 程 と 、
　 前 記 処 理 容 器 内 に 希 ガ ス を 含 む 処 理 ガ ス を 導 入 す る と と も に 、 前 記 処 理 容 器 内 に 、 ア ン
テ ナ を 介 し て 電 磁 波 を 導 入 し て プ ラ ズ マ を 生 成 し 、 前 記 絶 縁 膜 に 前 記 処 理 ガ ス の プ ラ ズ マ
を 照 射 す る 工 程 と 、
　 前 記 絶 縁 膜 を ６ ０ ０ ～ １ ２ ０ ０ ℃ の 温 度 で ア ニ ー ル 処 理 す る 工 程 と 、 を 有 す る 基 板 処 理
方 法 。

前 記 希 ガ ス を 含 む 処 理 ガ ス が 、 酸 素 原 子 ま た は 窒 素 原 子 を 含 む 請 求
項 １ ０ に 記 載 の 板 処 理 方 法 。

前 記 絶 縁 膜 が 、 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ （ Meta1-OXide-Semiconductor Field 
Effect Transistor） の ゲ ー ト 絶 縁 膜 で あ る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。

前 記 絶 縁 膜 が 、 メ モ リ デ バ イ ス に お け る 容 量 （ Capacitor） 電 極 間
絶 縁 膜 で あ る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。

基 板 上 に 形 成 す る 絶 縁 膜 を 改 質 す る 基 板 処 理 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 基 板 を 処 理 容 器 内 に 配 置 す る 工 程 と 、
　 前 記 処 理 容 器 内 に 希 ガ ス と 酸 素 原 子 を 含 む ガ ス を 導 入 す る と と も に 、 前 記 処 理 容 器 内 に
プ ラ ズ マ を 生 成 し て 、 前 記 基 板 を プ ラ ズ マ 酸 化 し て 、 絶 縁 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 処 理 容 器 内 に 希 ガ ス と 窒 素 原 子 を 含 む ガ ス を 導 入 し て 、 プ ラ ズ マ を 生 成 し 、 前 記 絶
縁 膜 を プ ラ ズ マ 窒 化 処 理 す る 工 程 と 、
　 前 記 基 板 を ６ ０ ０ ～ １ ２ ０ ０ ℃ の 温 度 で ア ニ ー ル 処 理 す る 工 程 と 、 を 有 す る 基 板 処 理 方
法 。

前 記 プ ラ ズ マ は 、 マ イ ク ロ 波 に よ り 生 成 さ れ る 請 求 項 １ ０ ～ １ ４ の
い ず れ か に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。

前 記 プ ラ ズ マ は 、 前 記 処 理 容 器 に 設 け ら れ た 平 面 ア ン テ ナ に マ イ ク
ロ 波 を 導 入 し て 生 成 さ れ る 請 求 項 １ ０ ～ １ ５ の い ず れ か に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。

前 記 ア ニ ー ル 処 理 が 、 酸 素 （ Ｏ ２ ） 、 オ ゾ ン （ Ｏ ３ ） 、 窒 素 （ Ｎ ２
） 、 ア ン モ ニ ア （ Ｎ Ｈ ３ ） の い ず れ か を 含 む 請 求 項 １ ０ ～ １ ６ の い ず れ か に 記 載 の 基 板 処
理 方 法 。

前 記 絶 縁 膜 が 、 低 誘 電 率 材 料 ま た は 高 誘 電 率 材 料 で あ る 請 求 項 １ 、
１ ０ ～ １ ６ の い ず れ か に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。

前 記 絶 縁 膜 が 、 Ｓ ｉ Ｏ ２ 、 Ｓ ｉ Ｏ Ｎ 、 Ｓ ｉ ３ Ｎ ４ の 低 誘 電 率 材 料 又
は Ａ ｌ ２ Ｏ ３ 、 Ｌ ａ ３ Ｏ ３ 、 Ｔ ｉ Ｏ ２ 、 Ｙ ２ Ｏ ３ ・ Ｂ Ｓ Ｔ 、 Ｐ ｒ ２ Ｏ ３ 、 Ｇ ｄ ２ Ｏ ３ 、 Ｃ
ｅ Ｏ ２ 、 Ｈ ｆ Ｏ ２ 、 Ｈ ｆ Ｓ ｉ Ｏ の 高 校 誘 電 率 材 料 か ら 選 択 さ れ る 請 求 項 １ ８ に 記 載 の 基 板
処 理 方 法 。

前 記 平 面 ア ン テ ナ は 、 複 数 の ス ロ ッ ト を 有 し て い る 請 求 項 ９ ま た は
１ ６ に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。

前 記 処 理 容 器 内 に シ ャ ワ ー プ レ ー ト が 配 置 さ れ る 請 求 項 １ ０ ～ ２ ０
の い ず れ か に 記 載 の 基 板 処 理 方 法 。

半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
　 ａ ） 基 板 上 に ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 形 成 す る 工 程 、
　 ｂ ） 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 に ア ン テ ナ を 介 し て 、 電 磁 波 に よ り 、 希 ガ ス と 少 な く と も 酸 素 原
子 又 は 窒 素 原 子 を 含 む ガ ス の プ ラ ズ マ を 生 成 し て 、 該 プ ラ ズ マ を 照 射 す る 工 程 、
　 Ｃ ） 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 を ６ ０ ０ － １ ２ ０ ０ ℃ の 温 度 で 、 少 な く と も 、 酸 素 、 オ ゾ ン 、 窒
素 、 ア ン モ ニ ア を 含 む ガ ス の 雰 囲 気 下 で ア ニ ー ル 処 理 す る 工 程 、
　 ｄ ） 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に ゲ ー ト 電 極 を 形 成 す る 工 程 、
　 ｅ ） 層 間 絶 縁 膜 を 形 成 す る 工 程 、 お よ び



。
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　 ｆ ） メ タ ル 配 線 を 形 成 す る 工 程 、 を 含 む 方 法
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